
WO 00/03571 PCT/EP99/04565  Beschreibung Verfahren zur Herstellung von
Verdrahtungen mit elektrisch  leitenden Querverbindungen zwischen Ober- and
Unterseite ei- 5 nes Substrats sowie Verdrahtung mit derartigen
Querverbindun- gen Integrierte Schaltkreise bekommen immer h(err)here
Anschlu(err)zahlen  and werden dabei immer weiter miniaturisiert. Die bei
dieser  10 zunehmenden Miniaturisierung erwarteten Schwierigkeiten mit
Lotpastenauftrag and Best(err)ckung sollen durch neue Geh(err)usefor- men
behoben werden, wobei hier insbesondere Single-, Few- oder
Multi-Chip-Module im Ball Grid Array Package hervorzuhe- ben sind (DE-Z
productronic 5, 1994, Seiten 54, 55). Diese 15 Module basieren auf einem
durchkontaktierten Substrat, auf  welchem die Chips beispielsweise fiber
Bonddr(err)hte oder mittels  Flipchip-Montage kontaktiert sind. An der
Unterseite des Sub- strats befindet sich das Ball Grid Array (BGA), das
haufig  auch als Solder Grid Array oder Solder Bump Array bezeichnet 20
wird. Day Ball Grid Array umfa(err)t auf der Unterseite des Sub- strats
fl(err)chig angeordnete Loth(err)cker, die eine Oberfl(err)chen- montage
auf den Leiterplatten oder Baugruppen erm(err)glichen.  Durch die flachige
Anordnung der Loth(err)cker k(err)nnen hohe An- schlu(err)zahlen in einem
groben Raster von beispielsweise 1,27  25 mm realisiert werden. Bei der
sog. MID-Technologie (MID = Moulded Interconnection  Devices) werden
anstelle konventioneller gedruckter Schaltun- gen Spritzgie(err)teile mit
integrierten LeiterzUgen verwendet. 30 Hochwertige Thermoplaste, die sich
zum SpritzgieBen von drei- dimensionalen Substraten eignen, sind die Basis
dieser Tech- nologie. Derartige Thermoplaste zeichnen sich gegen(err)ber
her- k(err)mmlichen Substratmaterialien fur gedruckte Schaltungen durch
bessere mechanische, chemische, elektrische und umwelt- 35 technische
Eigenschaften aus. Bei einer speziellen Richtung  der MID-Technologie, der
sog. SIL-Technik (SIL = Spitzgie(err)- teile mit integrierten LeiterzUgen),
erfolgt die Strukturie 



WO 00/03571 PCT/EP99/04565  2 rung einer auf die Spritzgiel3teile
aufgebrachten Metall- schicht unter Verzicht auf die sonst iibliche
Maskentechnik  durch ein spezielles Laserstrukturierungsverfahren. In die
dreidimensionalen Spritzgiel3teile mit strukturierter Metalli 5 sierung
sind dabei mehrere mechanische and elektrische Funk- tionen integrierbar.
Die Gehausetragerfunktion tlbernimmt  gleichzeitig FUhrungen and
Schnappverbindungen, wahrend die  Metallisierungsschicht neben der
Verdrahtungs- and Verbin- dungsfunktion auch als elektromagnetische
Abschirmung dient 10 and fur eine gute Warmeabfuhr sorgt. Zur Herstellung
von  elektrisch leitenden Querverbindungen zwischen zwei Verdrah-
tungsanlagen auf einander gegenUberliegenden Oberflachen der
Spritzgufteile werden bereits beim Spritzgiel3en entsprechende
Durchkontaktierungslocher erzeugt. Die Innenwandungen dieser 15
Durchkontaktierungslocher werden dann beim Metallisieren der
Spritzgiel3teile ebenfalls mit einer Metallschicht Uberzogen.  Weitere
Einzelheiten zur Herstellung von dreidimensionalen  Spritzgiel3teilen mit
integrierten LeiterzUgen gehen bei- spielsweise aus der DE-A-37 32 249 oder
der EP-A-0 361 192  20 hervor. Gemaf einer aus der EP-A-0 645 953 bekannten
Variante der  MID-Technologie werden auf einem durch Spritzgiel3en herge-
stellten and mit einer Mulde versehenen Substrat nacheinander 25 eine erste
Leiterebene, eine Dielektrikumschicht and eine  zweite Leiterebene erzeugt,
worauf in die Mulde ein elektro- nisches Bauelement eingebracht wird, die
AnschlUsse des Bau- elements mit zugeordneten AnschluBflachen auf dem
Substrat  vorzugsweise durch Bonden elektrisch leitend verbunden werden 30
and dann durch Fiillen der Mulde mit Kunststoff eine Verkapse- lung fur das
Bauelement gebildet wird. Es entsteht ein kom- pakter, dUnner Aufbau mit
einer hohen Verdrahtungsdichte.  Durch die versunkene Montage and
Verkapselung von Bauelemen- ten in Mulden des spritzgegossenen Substrats
wird neben der 



35 Dickenreduzierung ein optimaler Schutz von Bauelement and  dessen
Anschlu1verdrahtung erzielt. WO 00/03571 PCT/EP99/04565  3 Aus der WO-A-96
096 46 ist ein sog. Polymer Stud Grid Array  (PSGA) bekannt, welches die
Vorteile eines Ball Grid Arrays  (BGA) mit den Vorteilen der
MID-Technologie vereinigt. Die  Bezeichnung der neuen Bauform als Polymer
Stud Grid Array 5 (PSGA) erfolgte dabei in Anlehnung an das Ball Grid Array
(BGA), wobei der Begriff "Polymer Stud" auf beim SpritzgieBen  des
Substrats mitgeformte Polymerhocker hinweisen soil. Die  neue fur Single-,
Few- oder Multi-Chip-Module geeignete Bauform umfaBt 10 - ein
spritzgegossenes, dreidimensionales Substrat aus einem  elektrisch
isolierenden Polymer, - auf der Unterseite des Substrats flachig
angeordnete and  beim SpritzgieBen mitgeformte Polymerhocker, - auf den
Polymerhockern durch eine lotbare Endoberflache  15 gebildete
Aul3enanschltisse, - zumindest auf der Unterseite des Substrats
ausgebildete  LeiterzUge, die die AuBenanschlusse mit Innenanschlussen ver-
binden, and - mindestens einen auf dem Substrat angeordneten Chip, des- 20
sen Anschitsse mit den InnenanschlUssen elektrisch leitend  verbunden sind.
Neben der einfachen and kostenginstigen Herstellung der Poly- merhocker
beim SpritzgieBen des Substrats kann auch die Her- 25 stellung der
AuBenanschlusse auf den Polymerhockern mit mini malem Aufwand zusammen mit
der bei der MID-Technologie bzw.  der SIL-Technik tblichen Herstellung der
Leiterzuge vorgenom- men werden. Durch die bei der SIL-Technik bevorzugte
Laser- feinstrukturierung konnen die AuBenanschlusse auf den Poly 30
merhockern mit hohen Anschlufzahlen in einem sehr feinen Ra- ster
realisiert werden. Hervorzuheben ist ferner, daB die  Temperaturausdehnung
der Polymerhocker den Temperaturausdeh- 



nungen des Substrats and der das Modul aufnehmenden Leiter- platte
entspricht. Sollten mechanische Spannungen auftreten, 35 so ermoglichen die
Polymerhocker durch ihre elastischen Ei- genschaften zumindest einen
teilweisen Ausgleich. Durch die  Formstabilitat der auf den Polymerhockern
gebildeten AuBenan WO 00/03571 PCT/EP99/04565  4 schlUsse kann auch die
Sicherheit bei Reparatur and Austausch  gegenuber den Ball Grid Arrays mit
ihren durch Lothocker ge- bildeten AnschlUssen erheblich gesteigert werden.
Bei dem Po- lymer Stud Grid Array sind die Polymerhocker and der Chip 5
oder die Chips Ublicherweise auf der gleichen Seite des Sub- strats
angeordnet. Bei einem mit Durchkontaktierungen ver- sehenen Substrat konnen
die Polymerhocker and der Chip oder  die Chips durchaus auch auf
verschiedenen Seiten des Sub- strats angeordnet sein. Eine derartige
Anordnung von Poly 10 merhockern and Chips auf gegenUberliegenden Seiten
des Sub- strats ist insbesondere bei groBen Chips, die eine Vielzahl  von
zugeordneten AuBenanschlUssen benotigen, interessant.  Aus der WO-A-89
00346 sind fur die Oberflachenmontage geeig 15 nete Single-Chip-Module
bekannt, die auf einem spritzgegosse- nen dreidimensionalen Substrat mit
Durchkontaktierungslochern  basieren. Neben diesen
Durchkontaktierungslochern erhalt das  Substrat beim SpritzgieBen eine
zentral auf der Oberseite an- geordnete Mulde and eine Vielzahl von in ein
oder auch in 20 zwei peripheren Reihen auf der Unterseite angeordneten
Poly- merhbckern. Der auf der Oberseite in der Mulde angeordnete  Chip wird
caber feine Kontaktierdrahte mit zugeordneten,  streifenformig nach auBen
ftihrenden Leiterbahnen verbunden.  Diese Leiterbahnen sind dann caber in
auBeren Bereich angeord 25 neten Durchkontaktierungen mit den zugeordneten,
oberflach- lich metallisierten Polymerhockern elektrisch leitend verbun-
den. Werden dann die Randbereiche des Substrats mit mittig  durch die
Durchkontaktierungslocher gehenden Schnittlinien  abgetrennt, so entstehen
elektrisch leitende Querverbindungen 



30 mit halbrundem Querschnitt, welche die auBeren Enden der auf  der
Oberflache des Substrats angeordneten Leiterbahnen mit  den zugeordneten
auf der Unterseite des Substrats angeordne- ten Polymerhockern elektrisch
leitend verbinden. 35 Der in den AnsprUchen 1 and 9 angegebenen Erfindung
liegt das  Problem zugrunde, bei der MID-Technologie die Herstellung von
elektrisch leitenden Querverbindungen zwischen Leiterstruktu WO 00/03571
PCT/EP99/04565  5 ren auf der Oberseite and auf der Unterseite eines
Substrats  zu vereinfachen. Die Querverbindungen sollen dabei insbeson-
dere auch fur die vorstehend erlauterten Polymer Stud Grid  Arrays geeignet
sein. 5 Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, da13 Querverbin-
dungen gleichzeitig mit der Laserstrukturierung der Leiter- strukturen
hergestellt werden konnen, sofern die Querverbin- dungen an Kanten mit
einer schragen, dachformigen oder konve 10 xen Kontur erzeugt werden. Dabei
konnen die Querverbindungen  sowohl an Stirnseiten des Substrats als auch
an den Innenwan- dungen von Aussparungen des Substrats hergestellt werden.
In  letzterem Fall konnen im Gegensatz zu konventionellen Durch-
kontaktierungslochern mehrere leiterbahnformige Querverbin 15 dungen pro
Aussparung realisiert werden. Unter dem Begriff  Aussparung sollen hier
jedoch auch entsprechend ausgebildete  Durchkontaktierungen fur eine
einzige Querverbindung zwischen  Oberseite and Unterseite verstanden
werden. Die Strukturie- rung der erfindungsgemahen Querverbindungen kann
mit minima 20 lem Aufwand durchgefuhrt werden, da kein zusatzlicher Ar-
beitsgang erforderlich ist. Vorteilhafte Ausgestaltungen des
erfindungsgema8en Verfahrens  sind in den Anspruchen 2 bis 8 angegeben. 25
Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemal3en Verdrah- tung sind in
den AnsprUchen 10 bis 12 angegeben. 



Die Ausgestaltung nach Anspruch 2 ermoglicht eine einfache  30 and
insbesondere fur eine Massenfertigung geeignete Herstel- lung des Substrats
durch Spritzgiei3en. Die in den AnsprUchen 3 and 10 angegebenen Konturen
erleich- tern im Gegensatz zu einer konvexen Kontur durch ihre ausge- 35
pragten Kanten die Laserstrukturierung der Querverbindungen. Gemai3 den
Anspruchen 4 and 11 wird dabei durch Neigungswinkel  von mindestens 110 zur
Horizontalen bzw. von mindestens 20 WO 00/03571 PCT/EP99/04565  6 zur
Vertikalen eine effektive Laserstrukturierung der Quer- verbindungen
gewahrleistet. Die Ausgestaltung nach Anspruch 5 ermoglicht eine Realisie-
5 rung der erfindungsgema8en Querverbindungen bei Polymer Stud  Grid
Arrays. Die Weiterbildung nach Anspruch 6 hat den Vorteil, daB Beim
Aufbringen der Metallisierung auf Technologien zuriickgegrif- 10 fen werden
kann, die sich bei der Herstellung gedruckter Schaltungen seit langer Zeit
bewahrt haben. Obwohl das erfindungsgemaBe Verfahren prinzipiell auch in
Se- miadditivtechnik durchgefUhrt werden kann, bietet die Sub 15
traktivtechnik gemal3 Anspruch 7 etliche Vorteile. Neben der  einfachen and
wirtschaftlichen Erzeugung der gewUnschten Lei- termuster ist bier
insbesondere die einfache Laserstrukturie- rung eines Atzresists
hervorzuheben. GemaB Anspruch 8 kann  das Atzresist hierbei besonders
einfach durch chemische oder 20 galvanische Abscheidung von Zinn- oder Blei
aufgebracht wer- den. Gemal3 Anspruch 12 sind die erfindungsgemaBen
Querverbindungen  vorzugsweise bei einem Polymer Stud Grid Array mit einem
auf  25 der Oberseite des Substrats angeordneten Chip anwendbar. Durch die
Anordnung des Chips auf der Oberseite des Substrats  and durch die
Anordnung der Polymerhocker auf der Unterseite  des Substrats ergeben sich
hier ideale Voraussetzungen fir  die Realisierung von sog. Chip Scale
Packages, bei welchen 



30 die Abmessungen des Arrays in wesentlichen den Abmessungen  des Chips
entsprechen. Ausfthrungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dar-
gestellt and werden in folgenden naher beschrieben. 35 Es zeigen WO
00/03571 PCT/EP99/04565  7 Figur 1 einen Querschnitt durch ein Substrat mit
einer  dachformigen Kontur der fur Querverbindungen rele- vanten Kanten, 5
Figur 2 einen Querschnitt durch ein Substrat mit einer  schragen Kontur der
fur Querverbindungen relevanten  Kanten, Figur 3 einen Querschnitt durch
ein Substrat mit einer kon- 10 vexen Kontur der fur Querverbindungen
relevanten  Kanten, Figur 4 das Substrat gemal3 Figur 1 nach dem Aufbringen
ei- ner Metallisierung, 15 Figur 5 das Substrat gemdB Figur 4 nach dem
Aufbringen ei- nes Atzresists, Figur 6 einen Querschnitt durch eine
dachformige Kontur des  20 Substrats gemdB der Linie VI-VI der Figur 5,
Figur 7 die Laserstrukturierung der Atzresistschicht bei  dem Querschnitt
der dachformigen Kontur gemdB Figur  6, 25 Figur 8 die Ausbildung der
Querverbindungen bei dem Quer- schnitt der dachformigen Kontur gemdB Figur
6,  Figur 9 eine teilweise Draufsicht auf die Oberseite des 30 Substrats
mit Leiterbahnen and Querverbindungen,  Figur 10 eine teilweise Draufsicht
auf die Unterseite des  Substrats mit Leiterbahnen and Querverbindungen and
35 Figur 11 eine Seitenansicht des als Polymer Stud Grid Array  



ausgebildeten Substrats. WO 00/03571 PCT/EP99/04565  8 Figur 1 zeigt einen
abgebrochen dargestellten Querschnitt  durch ein Substrat Sl, dessen
erkennbare Stirnseite eine  dachformige Kontur Kl besitzt. In Bereich einer
Aussparung Al des Substrats Si die eine kreisrunde, ovale, rechteckige oder
5 quadratische Form aufweisen kann, weist die Innenwandung  ebenfalls eine
dachformige Kontur Ki auf. Ober- and Untersei- te des Substrats Si sind mit
0 bzw. U bezeichnet. Die darge- stellte dachformige Kontur Ki ist fur die
anhand der Figuren  4 bis 10 noch zu erlauternde Herstellung von
Querverbindungen 10 vorgesehen. Der Neigungswinkel zwischen der
dachformigen Kon- tur Kl and der Oberseite 0 bzw. Unterseite U ist mit a
be- zeichnet, wobei a grol3er als 90 ist. Die Herstellung des Substrats Si
einschliel3lich der Ausspa- 15 rung Al and der dachformigen Konturen K1
erfolgt durch  SpritzgieJen, wobei als Substratmaterialien
hochtemperaturbe- standige Thermoplaste wie Polyetherimid, Polyethersulfon
oder  Polyamid geeignet sind. 20 Figur 2 zeigt einen abgebrochen
dargestellten Querschnitt  durch ein Substrat S2, das in Unterschied zu dem
in Figur 1  dargestellten Substrat eine schrage Kontur K2 in Bereich ei-
ner Stirnseite and in Bereich einer Aussparung A2 besitzt.  Der
Neigungswinkel zwischen der schragen Kontur K2 and der 25 Oberseite 0 des
Substrats S2 ist wieder mit a bezeichnet, wo- bei auch hier a groIer als 90
ist. Figur 3 zeigt einen abgebrochen dargestellten Querschnitt  durch ein
Substrat S3, das in Unterschied zu dem in den Figu- 30 ren 1 and 2
dargestellten Substraten eine konvexe Kontur K3 in Bereich einer Stirnseite
and in Bereich einer Aussparung  A3 besitzt. Die in den Figuren 1 and 3
dargestellten Substrate Sl, S2 and  35 S3 ermoglichen durch ihre speziellen
Konturen Kl, K2 and K3  eine Laserstrukturierung von dort aufgebrachten
Metallisie- 



rungen. Im Falle der Konturen Kl and K3 wird these Laser WO 00/03571
PCT/EP99/04565  9 strukturierung zur Bildung von Querverbindungen von der
Ober- seite 0 and von der Unterseite U her durchgefuhrt. Im Falle  der
Kontur K2 wird die Laserstrukturierung von Querverbindun- gen nur von der
Oberseite 0 her durchgefuhrt. Abweichend von 5 dem in Figur 1 dargesteliten
AusfUhrungsbeispiel kann die  dachformige Kontur K1 auch eine asymmetrische
Dachform auf- weisen. Das in Figur 1 dargestellte Substrat S1 wird zunachst
einer  10 Reihe von iblichen Vorbehandlungen unterzogen, insbesondere
Beizen, Reinigen, Bekeimen and Aktivieren der Bekeimung. An- schlie8end
wird gemal3 Figur 4 durch stromlose Kupferabschei- dung and nachfolgende
galvanische Kupferabscheidung eine Me- tallisierung M ganzflachig auf das
Substrat Si aufgebracht.  15 Gema2 Figur 5 wird anschlieBend durch
stromlose oder durch  galvanische Abscheidung von Zinn ein Atzresist AR auf
die Me- tallisierung M aufgebracht. 20 Figur 6 zeigt einen abgebrochen
dargesteliten Querschnitt  durch die dachformige Kontur K1 des Substrats Si
gemal3 der  Linie VI-VI der Figur 5. Gemal3 Figur 7 wird das Atzresist AR
durch Strukturierung mit- 25 tels eines Laserstrahls LS in denjenigen
Bereichen der dach- formigen Kontur Ki (vgl. Figur 5) wieder entfernt, die
nicht  den spateren Querverbindungen entsprechen. Der Laserstrahl LS  ist
dabei nicht senkrecht zur Oberflache der dachformigen Kontur K1, sondern
senkrecht zur Oberflache 0 des Substrats  30 Si ausgerichtet (vgl. Figur
5). Die durch die Laserstruktu- rierung des Atzresists AR freigelegten
Bereiche der Metalli- sierung M werden dann gemaB Figur 8 bis zur
Oberflache des  Substrats Si abgeatzt, wobei leiterbahnformige
Querverbindun- gen Q entstehen. 35 



Figur 9 zeigt eine teilweise Draufsicht auf die Oberseite 0  des Substrats
Si and die darauf ausgebildeten Leiterbahnen L, WO 00/03571 PCT/EP99/04565
10 die fluchtend in die zugeordneten Querverbindungen Q im Be- reich der
dachformigen Kontur Ki ubergehen. Die Herstellung  der Leiterbahnen L auf
der Oberseite 0 des Substrats Si er- folgt gleichzeitig mit der aus Figur 7
ersichtlichen Herstel 5 lung der angrenzenden Querverbindungen Q durch
Laserstruktu- rieren des Atzresists AR and nachfolgendes Abatzen der frei-
liegenden Bereiche der Metallisierung M. Entsprechend der Figur 9 zeigt
Figur 10 eine teilweise Drauf- 10 sicht auf die Unterseite U des Substrats
S1 and die darauf  ausgebildeten Leiterbahnen L, die fluchtend in die
zugeordne- ten Querverbindungen Q im Bereich der dachformigen Kontur Ki
Ubergehen. Die Herstellung der Leiterbahnen L auf der Unter- seite U des
Substrats Si erfolgt gleichzeitig mit der Her 15 stellung der angrenzenden
Verbindungen Q durch Laserstruktu- rieren des Atzresists AR and
nachfolgendes Abatzen der frei- liegenden Bereiche der Metallisierung M.
Die Laserstrukturie- rung wird hierdurch mit einem senkrecht zur Unterseite
U des  Substrats Si ausgerichteten Laserstrahl LS (vgl. Figur 7) 20
vorgenommen. Figur 11 zeigt eine Seitenansicht des Substrats Si mit Lei-
terbahnen L, Querverbindungen Q im Bereich der dachformigen  Kontur K1 and
mit den bereits erwahnten Polymerhockern H, die 25 auf der Unterseite U
flachig angeordnet sind. Auf die Ober- seite 0 des Substrats Si ist ein
Chip C aufgebracht, dessen  Kontaktierung entweder in der links
dargestellten Wire-Bond- Technik mit Bonddrahten B oder in der rechts
dargestellten  Flip-Chip-Technik mit AnschlUssen AS erfolgt. 30 Bei der
Wire-Bond-Technik ist der Chip C fiber eine Kleb- schicht KL mit der
Oberseite 0 des Substrats S verbunden.  Figur 11 zeigt deutlich, dal3 die
einzelnen AnschlUsse des 



35 Chips C fiber Leiterbahnen L auf der Oberseite 0 fiber stirn- seitige
Querverbindungen Q im Bereich der dachformigen Kontur  K1 and fiber
Leiterbahnen L auf der Unterseite U mit zugeord WO 00/03571 PCT/EP99/04565
11 neten Polymerhockern H elektrisch leitend verbunden sind. Auf  die
Unterseite der metallisierten Polymerhocker H ist eine  lotbare
Endoberflache aufgebracht, die beispielsweise durch  eine Schichtenfolge
von Nickel and Gold gebildet wird. 5 Bei dem in Figur 11 dargestellten
Gebilde handelt es sich um  ein Polymer Stud Grid Array, das insgesamt mit
PSGA bezeich- net ist. Weitere Einzelheiten derartiger Polymer Stud Grid
Arrays gehen beispielsweise aus der WO-A 96 09 646 hervor.  10 Bei dem
Polymer Stid Grid Array PSGA gemal3 Figur 11 sind die  Aul3enabmessungen
von Chip C and Substrat S1 etwa gleich grol3.  Es handelt sich somit um
eine Gehauseform, die ublicherweise  als Chip Scale Package bezeichnet
wird. Es ist auch klar zu 15 erkennen, dal3 die stirnseitigen
Querverbindungen Q im Bereich  der dachformigen Kontur K1 mit ihrer hohen
Strukturfeinheit  eine auIerst kompakte Ausgestaltung des gesamten Polymer
Stud  Grid Arrays PSGA ermoglichen and damit einen entscheidenden  Anteil
an der Realisierung des Chip Scale Package haben. 20 WO 00/03571
PCT/EP99/04565  12 Patentansprtiche  1. Verfahren zur Herstellung von
Verdrahtungen mit elektrisch  leitenden Querverbindungen (Q) zwischen
Leiterstrukturen auf 5 der Oberseite (0) and auf der Unterseite (U) eines
Substrats  (Si; S2; S3), mit folgenden Schritten: a) Herstellung des
Substrats (Sl;S2;S3) aus einem elektrisch  isolierenden Kunststoff durch
Spritzgiel3en, Spritzpressen  10 oder Formpressen, wobei wenigstens eine
Stirnseite des 



Substrats (Sl;S2;S3) and/oder wenigstens eine Innenwandung  einer
Aussparung (Ai;A2;A3) des Substrats (Sl;S2;S3) eine  schrage, dachformige
oder konvexe Kontur (K1;K2;K3) er- halt; 15 b) Aufbringen einer
Metallisierung (M) auf das Substrat  (Si;52;S3); c) Partielle Entfernung
der Metallisierung (M) durch Struktu- rierung mittels eines Laserstrahls
(LS) zur Bildung der  Leiterstrukturen auf der Oberseite (0) and auf der
Unter 20 seite (U) des Substrats (Sl;S2;S3) and zur Bildung von
leiterbahnformigen Querverbindungen (Q) im Bereich minde- stens einer
Stirnseite des Substrats (S1;S2;S3) and/oder  mindestens einer Innenwandung
einer Aussparung (A1;A2;A3)  des Substrats (S1;S2;S3). 25 2. Verfahren nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal3 das Substrat (S1;S2;S3)  durch
Spritzgiemen hergestelit wird. 30 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens eine Stirn- seite des Substrats (S1;
S2) and/oder wenigstens eine Innen- wandung einer Aussparung (Ai;A2) des
Substrats (Si;S2) eine  schrage oder dachformige Kontur (K1;K2) erhalt. 35
4 . Verfahren nach Anspruch 3 , d a d u r c h g e k e n n z e i c h n et,
dal3 die Stirnseite oder die Innenwandung zur Oberseite WO 00/03571
PCT/EP99/04565  13 (0) oder zur Unterseite (U) des Substrats (Si; S2) um
einen  Winkel (a) von mindestens 110 geneigt ist. 5. Verfahren nach einem
der vorhergehenden Ansprtche, 5 dadurch gekennzeichnet, da13 im Schritt a)
bei der  Herstellung des Substrats (Si) auf dessen Unterseite (U) fla- chig
angeordnete Polymerhocker (H) mitgeformt werden and dal?  nach dem
Aufbringen der Metallisierung (M) eine lotbare 



Endoberflache (E) auf die Polymerhocker (H) aufgebracht wird.  10 6.
Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprUche,  dadurch gekennzeichnet,
daf3 die Metallisierung (M)  durch stromlose and galvanische Abscheidung
von Kupfer auf  das Substrat (Si) aufgebracht wird. 15 7. Verfahren nach
einem der vorhergehenden Anspriiche, d a d u r c h gekennzeichnet, daB nach
dem Schritt b) ein  Atzresist (AR) auf die Metallisierung (M) aufgebracht
wird,  daB das Atzresist (AR) durch Strukturierung mittels eines La 20
serstrahls (LS) in nicht dem gewUnschten Leitermuster ent- sprechenden
Bereichen wieder entfernt wird and daB dann die  freiliegenden Bereiche der
Metallisierung (M) bis zur Ober- flache des Substrats (Si) abgeatzt werden.
25 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daB das Atzresist
(AR)  durch galvanische Abscheidung von Zinn oder Zinn-Blei aufge- bracht
wird. 30 9. Verdrahtung mit elektrisch leitenden Querverbindungen (Q)
zwischen Leiterstrukturen auf der Oberseite (0) and auf der  Unterseite (U)
eines Substrats (S1;S2;S3), wobei - wenigstens eine Stirnseite des
Substrats (S1;S2;S3)  and/oder wenigstens eine Innenwandung einer
Aussparung  35 (Al;A2;A3) des Substrats (Sl;S2;S3) eine schrage, dach
formige oder konvexe Kontur (K1;K2;K3) aufweist and wo- bei WO 00/03571
PCT/EP99/04565  14 die Querverbindungen (Q) leiterbahnformig ausgebildet
and im Bereich mindestens einer Stirnseite des Substrats  (S1;S2;S3)
and/oder mindestens einer Innenwandung einer  Aussparung (Al;A2;A3) des
Substrats (S1;S2;S3) angeord- 5 net sind. 10. Verdrahtung nach Anspruch 9, 



dadurch gekennzeichnet, daf, wenigstens eine Stirn- seite des Substrats
(S1;S2) and/oder wenigstens eine Innen- 10 wandung einer Aussparung (Ai;A2)
des Substrats (Si;S2) eine  schrage oder dachformige Kontur (K1;K2)
aufweist. 11. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dale die
Stirnseite oder die  15 Innenwandung zur Oberseite (0) oder zur Unterseite
(U) des  Substrats (Si; S2) um einen Winkel ((x) von mindestens 1100
geneigt ist. 12. Verdrahtung nach Anspruch 9 oder 10, mit 20 - auf der
Unterseite (U) des Substrats (Si) flachig ange- ordneten and integral
angeformten Polymerhockern (H), - einem auf der Oberseite (0) des Substrats
(Si) in Wire- Bond-Technik oder in Flip-Chip-Technik angeordneten Chip  (C)
and mit 25 - einer auf die Polymerhocker (H) aufgebrachten lotbaren
Endoberflache(E), wobei die lotbare Endoberflache (E) eines Polymerhbckers
(H)  jeweils caber eine Leiterbahn (L) auf der Unterseite (U)  des
Substrats (Sl), eine Querverbindung (Q) and eine 30 Leiterbahn (L) auf der
Oberseite (0) des Substrats (Si)  mit einem zugeordneten AnschluB (AS) des
Chips (C) elek- trisch leitend verbunden ist. 


